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           系列 IGBT 驱动电路 2QD30A17K-I 

 

Q Driver 系列 IGBT 驱动电路由深圳

青铜剑电力电子科技有限公司推出，与国

际主流 IGBT 驱动电路兼容。其中双通道

驱动电路 2QD30A17K-I，引脚及功能与英

飞凌 2ED300C17-S 驱动电路完全兼容。 

 

 完全兼容英飞凌 2ED300C17-S 
 双通道驱动 
 可驱动 600V/1200V/1700V 全系列

IGBT 
 VCE sat监测 IGBT 短路、过流状况 
 故障时实现“软关断” 
 集成 DC-DC 电源模块 
 峰值输出电流可达 30A 
 ± 15V 驱动电压 
 信号延迟时间短 
 抗高频干扰 
 4.5kV 电压隔离 
 可选的“Sense”功能 

 

2QD30A17K-I 系统框图 

  产品介绍                        产品特点 
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符号 参数 数值 单位 
VDC 电源电压 +16 V 
IG 峰值驱动电流 ±30 A 
PDC/DC 两通道最大输出功率 8 W 
VI (IN A, INV B, Mode, Reset) 逻辑信号最大输入电压 ±20 V 
VO (Fault) 故障信号最大输出电压 ±20 V 
IOC (Fault) 故障信号最大输出电流 20 mA 
VCE MAX 最大 IGBT 电压 1700 V 
RG MIN 最小栅极电阻（内部+外部） 1 Ω 
fS MAX 最大开关频率 60 kHz 
tTD min 最小死区时间 1.6 us 
TOP 工作温度 -25-85 ℃ 
TSTO 储存温度 -45-85 ℃ 

 

 

符号 参数 最小值 典型值 最大值 单位 
VDC 电源电压 14 15 16 V 
IDC 空载输入电流  80  mA 
VDD 逻辑信号电压 14 15 16 V 
IDD 逻辑输入电流  8  mA 
fs 开关频率 0  60 kHz 
Tpd on 开通延迟时间  670  ns 
Tpd off 关断延迟时间  580  ns 
D 占空比 0  100 % 
VCE sat VCE sat监控的参考电压 2 8 9 V 

Vlevel 
逻辑输入阈值电压 
(IN A, INV B, Mode, Reset) 

 8  V 

tBK 故障后重启时间 50 60  ms 
tTD 半桥式模式的死区时间 1.6   us 

 

 

 

  最大允许值 

  电气特性（若无特别说明，测试条件为 T = 25 ℃, VDD = VDC = 15V） 
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2QD30A17K-I 的引脚连接图 

引

脚

配

置 

引脚 符号 功能 引脚 符号 功能 

1 VDD +15 V 逻辑电压 43 Gate A A 通道栅极 

2 VDD +15 V 逻辑电压 42 Gate A A 通道栅极 

3 VDD +15 V 逻辑电压 41 COM A A 通道发射极 

4 Fault 故障输出 40 COM A A 通道发射极 

5 Reset 逻辑电平复位通道 39 VA+ +16 V 外部缓冲电容 

6 CA A 通道死区时间 38 VA- -16 V 外部缓冲电容 

7 IN B B 通道 PWM 输入 37 Sense A 软关断/钳位输入 

8 CB B 通道死区时间 36 RC A A 通道参考 RC 网络 

9 Mode 模式选择 35 VCE sat A A 通道集电极 

10 Fault 故障输出 34 E.A A 通道外部故障输入 

11 IN A A 通道 PWM 输入 

  12 GND 逻辑地 

13 GND 逻辑地 

14 VDC +15 V 电源电压 33 Gate B B 通道栅极 

15 VDC +15 V 电源电压 32 Gate B B 通道栅极 

16 VDC +15 V 电源电压 31 COM B B 通道发射极 

17 VDC +15 V 电源电压 30 COM B B 通道发射极 

18 VDC +15 V 电源电压 29 VB+ +16 V 外部缓冲电容 

19 GND 电源地 28 VB- - 16 V 外部缓冲电容 

20 GND 电源地 27 Sense B 软关断/钳位输入 

21 GND 电源地 26 RC B B 通道的参考 RC 网络 

22 GND 电源地 25 VCE sat B B 通道集电极 

23 GND 电源地 24 E.B B 通道外部故障输入 

  引脚配置 
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俯视图 

 

 

 

侧视图 

 

 

 

  外形尺寸 
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以下使用说明中的各点，按照驱动电路上由原边到次边的顺序，也即由电源/信号输入侧到

IGBT 连接侧的顺序。 

 

2QD30A17K-I 内部集成了 DC/DC 开关电源，为次边的两通道提供驱动 IGBT 开关的±15V 电

源。因此，2QD15A17K-C 仅需要单路+15V 供电。注意 VDC 与 VDD 都使用+15V，但有所不同，

VDC 为功率电源，总功率为：2*4=8W，而 VDD为逻辑电源。 

注意：所有 GND 引脚都必须连接。为防止接地环路，集成的 DC/DC 开关电源 GND 没有在

内部与原边信号地连接。 

 

2QD30A17K-I 驱动模块具有“直接模式”和“半桥模式”两种运行模式。  

直接模式：在直接模式下两通道之间没有任何联系。A 通道和 B 通道相互独立工作，因此可

以同时开通。启动直接模式需将引脚 9（Mode）直接与 GND 接到（例如引脚 12、13）。引

脚 6（CA）和引脚 8（CB）不需连接。 

注意：在直接模式下，引脚 6（CA）和引脚 8（CB）不能连接到+15V 或 GND。为保证电磁

兼容，建议将引脚 6（CA）和引脚 8（CB）通过 470pF 电容连接至 GND。 

半桥模式：在半桥模式下两通道之间产生一个死区时间，任何时候只有一个通道开通。两通

道之间的死区时间由引脚 6（CA）和引脚 8（CB）设定。启动半桥模式需将引脚 9（Mode）
直接与 VDD（引脚 1、2、3）连接。 

死区时间：在半桥模式下两个通道之间存在死区时间。如果在某个通道开通期间，另一通道

接收到开通触发信号，那么这个信号会被忽略，直到第一个通道关闭。死区时间 tTD 预设为

1.6μs。通过在引脚 6（CA）和引脚 8（CB）与 GND 连接电容，可调整死区时间以满足应用

要求。注意：死区时间的精度主要由电容精度确定，因此请妥善选择电容。 

 

死区时间示意图 

  使用说明 

  电源                                                                     

  模式选择                                                                  
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连接外部电容改变死区时间       死区时间对应的电容值 

 

PWM信号：在“直接模式”和“半桥模式”两种模式下，IN A（引脚11）控制A通道，IN B
（引脚7）控制B通道。输入具有施密特触发器且高电平有效，也即高电平控制IGBT开通，低

电平控制IGBT关断。每个通道输入最大工作电压为20V，开关阈值为+8V，输入阻抗为

4.7kOhm。驱动电路具有短脉冲抑制功能，当输入脉冲短于400ns时不会触发IGBT开通。 

逻辑输入：复位（引脚 5 Reset）和模式（引脚 9 Mode）两个输入端，最大输入电压为 20V，

开关阈值是 8V，可以使用+15V 的开关信号。当故障被监测出来后，可通过高电平输入复位

端触发驱动电路复位。如果采用 IN A 和 IN B 实现复位功能（即，当两个通道输入信号都为

低电平且超过 50ms 时，驱动被自动复位）。 

逻辑输出：驱动电路可以监测过电流、欠压、以及外部输入故障信号。当故障发生后，故障

信号通过故障端（引脚 4 和引脚 10 FAULT）输出，驱动电路“软关断”IGBT，并保留故障

信号直到复位信号（引脚 5 Reset）出现（当两个通道输入信号都为低电平且超过 50ms 时，

驱动也会被复位）。故障输出采用开集电路（open collector），可提供 CMOS 信号，最大输

出电压为 20V，最大输出电流为 20mA。当故障发生时，驱动电路通过内部三极管将故障端

拉底至 GND。 

 

故障输出 

TTD C 

1.6µs n.c. 

2µs 47pF 

2.4µs 100pF 

3.4µs 220pF 

4.3µs 330pF 

5.4µs 470pF 

9.6µs 1nF 

  信号输入输出                                                              
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栅极：IGBT 栅极通过外部栅极电阻 RG与驱动电路 Gate A（引脚 42、43）或 Gate B（引脚

32、33）连接，发射极直接与 COM A（引脚 40、41）或 COM B（引脚 30、31）连接。Gate
端输出电压相对 COM 端为±15V。栅极电阻的建议值可在相应 IGBT 手册上查询。除栅极电

阻外，建议在栅极和发射极之间连电阻 RGE（建议小于 10kΩ）以及钳位二极管（建议采用 18V
的齐纳二极管）以防止 IGBT 栅极电压超过允许值。 

集电极：驱动电路可以通过测量 IGBT 集电极和发射极之间的电压，监测 IGBT 过电流故障。

为了防止 IGBT 关断期间的高压，需在集电极和 VCE sat（引脚 35 或 25）之间连接耐压能力高

于 IGBT 电压等级的一只或多只二极管。选择二极管时需考虑其速度与 IGBT 的开关频率。

如果要采用可选的 DVRC 和有源钳位的功能，也需要连接集电极到 VCE sat端。 

注意：驱动电路到 IGBT 的接线要尽量短，最好不要超过 20cm。栅极和集电极、

发射极的连线建议采用绞线。  

 

IGBT 连接示意图                           驱动电流 

驱动电流：驱动电路的每路通道可以驱动 IGBT 单管或多只并联。注意，IGBT 模块往往有内

部栅极电阻 RG intern，因此栅极电流不能仅通过外部电阻计算，而需要综合考虑内部栅极电阻

RG intern 和外部栅极电阻 RG extern（具体见上图）。 

外部输出电压/缓冲电容：次边可通过引脚 38、39 和引脚 28、29 额外提供±16V 外部输出电

压，并与原边电气隔离。同时，输出电压需要连接缓冲电容 CSUP，以防止由于高脉冲电流而

造成的压降。连接如下图所示。 

注意：缓冲电容必须连接，并要要尽量靠驱动电路。建议使用低阻抗电容，并考虑其寿命

和纹波电流要求。电容值建议不超过 220uF。 

 

 

  IGBT 连接                                                                
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缓冲电容器连接 

 

当电路发生短路或过流时，2QD30A17K-I 的保护功能开始工作，将软关断 IGBT。 

RC 参考曲线：参考曲线可以通过外部的 RSX 和 CSX调节。RSX调节参考电压，RSX和 CSX组

合调节参考时间。其中 RSA和 CSA需连接到 RC A（引脚 36）和 COM A（引脚 40、41）之间，

RSB 和 CSB 需连接到 RC B（引脚 26）和 COM B（引脚 30、31）之间。 

       
RC 参考网络连接                             RSX和 CSX参考曲线 

不同的参考电压 Vref和参考时间 tref对应的 RSX和 CSX (表内数据仅作参考) 

参考电压 Vref RSX阻值 CSX=0pF CSX=100pF CSX=220pF CSX=470pF CSX=1nF
2V RSX=2kΩ 0.5μs 1.5μs 3μs 5μs 7μs 
4V RSX=5.4kΩ 1μs 3μs 4μs 9μs  
6V RSX=12kΩ 1μs 4μs 6μs   
8V RSX=32kΩ 1μs 5μs 7μs   
9V RSX=70kΩ 1μs 5μs 7μs   

VCE sat监测电压：VCE sat 监测 IGBT 的短路或过电流故障。在 IGBT 导通期间，2QD30A17K-I
比较参考电压 Vref 和 IGBT 的 VCE电压，如果 VCE电压高于 Vref，驱动电路就会触发故的信号，

并实现 IGBT 的软关断。 

  短路、过流故障和软关断                                                    
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RC 计时网络：2QD30A17K-I 使用 RC 计时网络来设定 VCE sat监测的灵敏度。Vref 达到参考电

压和 IGBT 的短路电流检测时间都取决于电容 CVCE 的充电过程。RC 组合还可以延长 IGBT
因短路而关闭前的工作时间。建议 RVCE =470R 和 CVCE =1nF。如果 VCE sat监测过于灵敏，可

以增加 CVCE 的值，这样延长了软关断的触发时间。如果 VCE sat 监测不够灵敏，则可以减小

CVCE或 RVCE的值。注意，一定要确保在短路后 10us 内关闭 IGBT。 

 
RC 计时网络连接 

软关断：2QD30A17K-I 的一个重要功能是“软关断”。“软关断”是故障发生后用来关闭 IGBT
的方式，可以减少关断时的 di/dt 进而减小电压过冲，避免 IGBT 在关断的过程中被高电压过

冲而遭到破坏。“软关断”由连接在 Sense 端（引脚 37 或 27）和-16V（引脚 38 或 28）之间

的电阻 RSSD来设置。“软关断”的设置必须要适应所要驱动的 IGBT 型号。如果 IGBT 具有

较大的输入电容 Cies，则需要一个低的 RSSD 值，反之亦然。 

注意：“软关断”过程中，IGBT 栅极电压有可能会升高，因此建议采用 IGBT 栅极钳位二极

管。 

 

软关断设置电阻 

 

2QD30A17K-I 具有次级欠压监控功能。如果次级供电压降在+12V 或-12V 之间，则会报错，

驱动电路将关断 IGBT，并输出故障信号。 

2QD30A17K-I 具有外部故障输入端口 EA（引脚 34）和 EB（引脚 24）功能。这是用来引入

外部故障信号以触发 2QD30A17K-I 的故障信号，进而实现“软关断”。此输入端口可以用来

检测温度过高或过电流等情况，有高电平触发，阈值电压相对于 COM 端口为 5V。 

  欠压故障                                                                  

  外部故障输入                                                             



深圳青铜剑电力电子科技有限公司 

Shenzhen Bronze Technologies Ltd                  系列 2QD30A17K-I 

更多信息请登陆 www.qtjtec.com                                          第 10页 

注意：EA 和 EB 端工作时，电压有可能升至 DC 总线电压。如果不使用 EA 或 EB，必须把它

们连接到 COM A 和 COM B 端口。 

 

如前文“短路、过流故障和软关断”部分所述，通过电阻 RSSD与“Sense”端口连接来设置“软

关断”参数。“Sense”还可以进一步用来设置有源钳位（active clamping），电路连接如下

图所示。此有源钳位方法可以结合传统的连接栅极的有源钳位方法。 

 

用“Sense”端口进行有源钳位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  “Sense”端口和有源钳位                                                    
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2QD30A17K-I 应用实例 
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